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@ Schaltungsanordnung fiir einen Infrarot-Raumiiberwachungsdetektor.

@ Die Schaltungsanordnung fir einen Infrarot- +UB
Raumiiberwachungsdetektor mit einem Sensor und
einem diesem nachgeschalteten Feldeffekttransistor
weist einen Operationsverstirker auf, dessen Minus-
Eingang mit der Drain-Elekirode des Feldeffekttransi-
stors verbunden ist, und dessen Ausgangssignal auf
seinen Minus-Eingang rlickgekoppelt ist. Auf diese
Weise wird die Stabilisierung der Betriebsspannung
durch den Operationsverstérker ausgenutzt und der
Drain-Elektrode des Feldeffekttransistors kann eine
stabile Spannung bereitgestellt werden, so daB dar-
auf verzichtet werden kann, die Betriebsspannung in Fig. 2
der sonst erforderlichen Weise mit einem Siebfaktor

®Nvon 100 bis 120 dB zu sieben. Zusétzlich kann

<vorgesehen sein, die Source-Elekirode des Feldef-

= fekttransistors mit einem konstanten Strom zu beauf-

= schlagen und/oder den der Source-Elektrode bersit-
gesteliten Strom unter Verwendung des Ausgangssi-

@ gnals des Operationsverstérkers konstant zu regeln.
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Schaltungsanordnung fiir einen Infrarot-Raumiiberwachungsdetektor

Die Erfindung betrifit eine Schaltungsanord-
nung flir einen Infrarot-Raumiberwachungsdetektor
mit einem Sensor und einem diesem nachge-
schalieten Feldeffektiransistor.

Fig. 1a zeigt eine bekannte Schaltung dieser
Art, bei der ein Anschiufl eines Pyroelementes P
an Masse bzw. an der Minus-Betriebsspannungs-
klemme liegt und der andere Anschluf mit der
Gate-Elekirode eines Feldeffekitransistors
(nachfolgend mit FET abgekirzt) verbunden ist.
Die Drain-Elektrode des FET steht mit der Plus-
Betriebsspannungsklemme Ug in Verbindung. Die
Source-Elekirode des FETs liegt Uber einen Wider-
stand Ra an Masse bzw. an der Minus-Betriebs-
spannungsklemme -Ug. Uber diesen Widerstand Ra
wird die Signalspannung U, abgegriffen. Die darge-
stellte Schaltung ist also analog einer Emitterfolger-
Schaltung ausgebildet.

Die Signalspannung U, ist bei dieser Schaltun-
gsanordnung sehr  empfindlich  gegeniiber
Strspannungen, die der Befriebsspannung Us
Uberlagert sind, da sich derartige StSrspannungen
auf Grund der Drain-Gate-Rickwirkung des FET
auch auf die Gate-Spannung und damit auf die
Signalspannung U,, die imuV-Bereich liegt, aus-
wirkt. Die an der Drain-Elektrode des FETs anlie-
gende Betriebsspanung +Ug weist Rausch-oder
Stérkomponenten in dem besagten wV-Bereich auf,
so0 daB das Sensorsignal nicht mit ausreichender
Zuverl8ssigkeit fUr die Signalgabe ausgewertet
werden kann. Es ist daher erforderlich, die Be-
triebsspannung Ugsehr gut zu sieben, d.h., es ist
ein Netzteil mit einem hohen Siebfak tor von 100
bis 120 dB erforderlich. Um den hohen Siebfakior
zu erhalten, werden h&ufig auch zwei Netzieile
hintereinander geschaltet. Der Schaltungsaufwand
fur die Siebung der Betriebsspannung Ug ist daher
hoch.

Es ist weiterhin bekannt, die Nutz-bzw. Signal-
spannung Ua an der Drain-Eiekirode des FET ab-
zugreifen, wie dies aus der in Fig. 1b dargestellten
schematischen Schaltungsanordnung zu ersehen
ist. In diesem Falle wird die Betriebsspannung
+Ug der Drain-Elekirode des FETs (iber sinen
Widerstand R, bereitgestellt. Im Source-Elekiro-
denzweig liegt in diesem Falle die Paralielschaltung
eines Widerstandes R, und eines Kondensators C.

Zusétzlich zu den besagten Nachteilen, die im
Zusammenhang mit der in Fig. 1a dargestellten
Schaltungsanordnung auftreten, kommt bei dieser
in Fig. 1b dargestellten Schaltung hinzu, da8 sich
die der Versorgungsspannung Ug Uberlagernden
Rausch-und Stdrkomponenten dem Nutzsignal
bzw. der Signalspannung U, ebenfalls Uiberlagern,
das bzw. die am Widerstand R, auftritt und dort
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abgegriffen wird. Durch den Riickwirkungsleitwert
des Drain-Gate-Ubergangs des FET wird das
Signal/Rausch-Verhilinis der Signalspannung Uja
noch schiechter.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Schaltungsanordnung der eingangs
genannten Art zu schaffen, die ohne hohen Sie-
baufwand im Netzteil auskommt und eine hohe
Verstérking des Sensorsignals auf einfache Weise
ermdglicht.

Diese Aufgabe wird dadurch geldst, daB die
Drain-Elekirode des FET mit dem Minus-Eingang
eines Operationsverstirkers verbunden ist, dessen
Ausgangssignal Uber einen Rlckkoppelwiderstand
auf dem Minus-Eingang des Operationsverstérkers
riickgekoppelt ist.

Die erfindungsgem&Be Verbindung eines Ope-
rationsverstdrkers sowie die angegebene Schaltung
desselben im Zusammenhang mit dem FET
ermd&glicht es, die Operationsverstérker-Stabilisie-
rung auszunitzen, die eine Dadmpfung von 80 bis
100 dB ergibt. Dabei wird die Drain-Spannung des
FET ohne zusdtizlichen Schaltungsaufwand flir eine
Siebung automatisch stabil gehalten und es ergibt
sich daher auch praktisch keine Ruckwirkung auf
die Gate-Elektrode des FET. Die Operations-
verstdrker-Schaltung regelt daher automatisch alle
Schwankungen der Netzspannung aus, die Drain-
Spannung des FET bleibt konstant, und damit er-
gibt sich auch ein ungest&rtes Nutzsignal bzw. eine
ungestdrte Signalspannung. Anders ausgedriickt ist
der Operationsverstérker bei der erfindungs-
gemiBen Schaltungsanordnung nicht als Span-
nungsverstérker, sondern als Siromverstdrker ge-
schaltet, wodurch Schwankungen am Minus-
Eingang des Operationsverstarkers und damit an
der Drain-Elekirode des FET unterdriickt werden,
was zur Folge hat, daB Stér-Riickwirkungen auf die
Gate-Elekirode des FET nicht auftreten.

Besonders vorteilhaft ist es, einen Operations-
verstdrker mit hohem Eingangswiderstand zu
wéhlen. Hierzu bieten sich insbesondere C-MOS-
Operationsverstérker an. Die Verwendung weniger
hochohmiger Operationsverstérker ist jedoch eben-
falls mdglich, insbesondere dann, wenn die Be-
triebsspannung etwa mittels eines vorgeschalieten
Netzteils zus&tzlich noch mit einem Siebfaktor von
20 bis 30 dB gesiebt wird.

Eine besonders vorteilhafte AusfUhrungsform
der Erfindung besteht darin, daf der Source-Elek-
trode des FET ein konstanter Strom mitiels einer
Konstant-Stromquelle bereitgestellt wird. Statt der
herkmmilichen RC-Kombination im Source-Elek-
trodenbereich des FET kann durch die Verwen-
dung einer Konstantstromquelle der Gleichstrom-



3 0220 511 4

"wert des Ausgangssignals weiter konstant gehalten
werden. .

Eine weitere sehr vorteilhafte Mdglichkeit im
Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung
besteht darin, der Konstantstromquelle das Aus-
gangssignal des Operationsverstérkers als Regelsi-
gnal zuzuleiten. Das Ausgangssignal des Opera-
tionsverstérkers wird also {iber die Konstantstrom-
quelle rlickgekoppelt, so daB die Ausgangsspan-
nung bzw. der Ruhestromwert der Ausgangsspan-
nung stabil gehalten wird.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung be-
steht darin, die Konstantstromquelle als
Rlckkoppelvierpol auszubilden. Dabei ist es beson-
ders vorteilhaft, im Zusammenhang mit dem
Ruckkoppelvierpol ~ ein  Integrationsglied  zur
Démpfung des Nutzsignals vorzusehen. Dadurch
wird erreicht, daB die gesamte Schaltung in Leer-
laufverstérkung betrieben wird.

Vorteilhaft ist weiterhin eine Ausflhrung, bei
der der Riickkoppelvierpol ein Ddmpfungsglied auf-
weist, dessen Dampfungsfaktor proportional zur
Gesamtverstirkung der Detektor-
schaltungsanordnung geregelt ist. Auf diese Weise
ist eine konstante Verstdrkung des Nutzsignals un-

ter Ausschaltung von Fertigungs-, Bauteile-,
Temperatur-und  sonstigen Toleranzen sicher-
gestelit. Durch diese verstirkungsgeregelte

Ausflhrungsform kann die Schaftungsanordnung
besonders kostenglnstig hergestellt werden, da
einfachste Bauelemente mit groBien Toleranzen ver-
wendet werden kdnnen und dennoch kein Abgleich
erforderlich ist.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der
Zeichnungen beispielsweise n3her erldutert. Es
zeigen:

Fig. 1a und 1b Schaltungsanordnungen
herkmmilicher Art in schematischer Darstellung,

Fig. 2 die schematische Darstellung einer
Schaltungsanordnung gem#B der vorliegenden Er-
findung,

Fig. 3 eine vorteilhafte Modifikation der in
Fig. 2 dargestellten Schaltungsanordnung und

Fig. 4 eine weitere Ausfihrungsform der Er-
findung.

Schaltungsteile und Bauelemente, die sich in
den Fig. 2 bis 4 entspre chen, sind jeweils mit
denselben Bezugszeichen versehen.

Wie Fig. 2 zeigt, ist die Gate-Elektrode eines
Feldeffekttransistors 2 mit einem AnschluB eines
Pyroelements 1 verbunden, dessen anderer An-
schluB an Masse bzw. an der Minus-Betriebsspan-
nungsquelle liegt. Die Source-Elektrode des FET 2
liegt Uiber einen Widerstand R, und einem zu die-
sem Widerstand R, parallel geschaltsten Konden-
sator C, ebenfalls an Masse bzw. an der Minus-
Betriebsspannungsklemme. Die Drain-Elekirode
des FET 2 ist mit dem Minus-Eingang eines Ope-
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rationsverstérkers 3 verbunden, dessen Plus-
Eingang Uber einen Kondensator C, an Masse bzw.
an der Minus-Betriebsspannungsquelle liegt. Dem
Plus-Eingang des Operationsverstirkers 3 wird
eine Referenzspannung Up, Uber einen Wider-
stand R, bereitgestellt. Das Ausgangssignal Sa des
Operationsverstdrkers 3 wird dem Minus-Eingang
des Operationsverstirkers 3 Uber einen Widerstand
R, rlickgefiihrt. Der Widerstand R, liegt vorzugs-
weise im Mega-Ohm-Bersich. Er weist beispiels-
weise den Widerstandswert von 1 MOhm auf. Die
Betriebsspannungsanschliisse des  Operations-
verstérkers 3 sind mit der Plus-Betriebsspannungs-
klemme +Ug bzw. mit der Minus-Betriebsspan-
nungsklemme -Ug oder Masse verbunden.

Das an der Drain-Elektrode des FET 2 auftre-
tende Ausgangssignal des Pyroelements 1 wird im
Operationsverstérker 3 verstirkt, und dieses ver-
stédrkte Signal wird Uber den den Widerstand R,
enthaltenden Riickkoppelzweig auf den Minus-
Eingang des Operationsverstérkers 3
rlickgekoppelt. Da der Operationsverstirker selbst
eine gute Siebwirkung von etwa 80 bis 100 dB fir
die Versorgungsspannung aufweist, wird diese
Eigenschaft des Operationsverstirkers zusitzlich
zur eigentlichen Verstédrkungseigenschaft fiir das
Nutzsignal ausgenutzt, um die Drain-Spannung des
FET 2 stabil zu halten. Dadurch ergibt sich auch
keine negative Riickwirkung von der Drain-Elsktro-
de auf die Gate-Elektrode, wodurch das Nutzsignal
insofern nicht negativ beeinfluft werden kann. Die
Operationsverstérkerschaltung regelt also alle
Schwankungen aus, so daB die Drain-Spannung
vollkommen konstant bleibt. Das Nutzsignal wird
dabei nicht mehr einer Spannungsverstirkung, son-
dern einer Stromverstédrkung unterzogen. Dadurch
ist das Nutzsignal frei von etwa in der Betriebs-
spannung  auftretenden  Schwankungen oder
Stérkomponenten.

Die in Fig. 3 dargestelite Ausflihrungsform
unterscheidet sich von der Schaltungsanordnung in
Fig. 2 lediglich dadurch, daB die aus dem Wider-
stand R, und C, bestehende, im Source-Elektro-
denzweig des FET 2 liegende Parallelschaltung
nunmehr durch eine Konstantstromquelle 4 ersetzt
ist. Auf diese Weise kann der Gleichstromwert des
Nutzsignals Sa noch besser konstant gehalten wer-
den.

Bei der in Fig. 4 dargesteliten Ausfiihrungsform
ist im Source-Elektrodenzweig des FET 2, statt
einer an Masse liegenden Konstantstromquelle 4
bzw. einer Parallelschaltung aus einem Widerstand
R, und einem Kondensator C,, eine Konstantstrom-
quelle bzw. ein Riickkoppelvierpol 5 vorgesshen,
der bzw. dem das Ausgangssignal S, des Opera-
tionsverstérkers 3 als Regelsignal zugeleitet wird.
Das heiBt, die Konstantstromquelle wird mittels der
Ausgangs-Gleichspannung des Operations-
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verstdrkers 3 so riickgekoppelt, daB der
Gleichspannungs-bzw. Ruhespannungswert des
Ausgangssignals stabil bleibt. Der
Rickkoppelvierpol 5 kann beispielsweise in Form
einer Operationsverstarker-, Transistor-oder
Stromspiegel-Schaltung ausgebildet sein.
Zusitzlich kann das  Ausgangssignal der
rickgekoppelten Konstantstromquelle bzw. des
Rickkoppelvierpols 5 vor der Einspeisung in die
Sourceelekirode des FET 2 verstérkt werden. Es ist
weiterhin mdglich, in diesem Schaltungsteil 5 ein
Integrationsglied flr eine D&mpfung des Signals
vorzusehen, um die gesamte Schaltung in Leerlauf-
verstdrkung zu Dbetreiben, so daB ein ver-
stérkungsgeregeltes Konzept vorliegt. Das Integra-
tionsglied kann beispielsweise in Form eines Ope-
rationsverstdrkers mit Rickkopplung Uber einen
Kondensator ausgebildet sein. Weiterhin ist es
mdglich, den Riickkoppelvierpol als
Dampfungsglied auszubilden, dessen
Dampfungsfaktor gerade so groB ist, wie die
Gesamtverstérkung der Schaltungsanordnung sein
soll.

Die vorliegende Erfindung wurde anhand der
dargestellten Ausfiihrungsformen erldutert. Dem
Fachmann sind dariiberhinaus selbstverstindlich
zahireiche Abwandlungen und Ausgestaltungen der
dargestellten Ausflhrungsformen mdéglich, ohne
daB dadurch der Erfindungsgedanke verlassen
wird.

Anspriiche

1. Schaltungsanordnung flir einen Infrarot-
Raumiiberwachungsdetektor mit einem Sensor und
einem diesem nachgeschalieten Feldefiekitransi-
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stor,

dadurch gekennzeichnet, daB die Drain-Elekirode -
(D) des Feldeffektiransistors (2) mit dem Minus-
Eingang eines Operationsverstérkers (3) verbunden
ist, dessen Ausgangssignal (Sa ) Uber einen
Rickkoppelwiderstand (R} auf den Minus-Eingang
des Operationsverstérkers (3) rlickgekoppelt ist.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB ein Operations-
verstdrker mit hohem Eingangswiderstand vorgese-
hen ist.

3. Schaitungsanordnung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, daB der Source-Elek-
trode (S) des Feldeffekttransistors (2) ein konsta-
nter Strom mittels einer Konstant-Stromquelle (4)
bereitgestellt wird (Fig. 3).

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daB das Ausgangssignal -
(Sa) des Operationsverstirkers (3) der Konstani-
Stromquelle (4 bzw. 5) als Regelsignal zugeleitet
wird (Fig. 4).

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3 oder
4, dadurch gekennzeichnet, daB die Konstant-
Stromquelle (5) ein Riickkoppelvierpol ist.

6. Schaltungsanordnung nacch Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daB der
Rickkoppelvierpol  ein  Integrationsglied  zur
Démpfung des Nutzsignais aufweist.

7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daf der
Rickkoppelvierpol ein Dampfungsglied aufweist,
dessen Damp fungsfakior proportional zur Gesamt-
verstdrkung der  Detekiorschaltungsanordnung
geregelt ist.
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